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イスが市販されるようになってきている。鉄道や自動車などをはじめとして、Si 半導体を SiC に置き換
えることで電力変換回路の大幅な高効率化や小型化が実現され、世界中で研究開発が加速している。本
研究室では、さらにその先を見据え、SiC や GaNパワーデバイスの性能を限界まで引き出す回路づくり
に挑戦している。たとえば Si パワーデバイスでは難しい 10 MHz を超える高周波スイッチングが挙げ
られる。この実現にむけた取り組みを紹介する。









の適切な評価も重要である。これらを体系的に調べていくことで、たとえば図 1に示すように SiC SBD
の高周波大電力正弦波（10 MHz, 200 Vpp）に対するスイッチング結果を、回路シミュレーションによ
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図 1　 SiC SBDの整流特性の測定結果とシミュレ














































室は、図 1に示したような、最大 5 T の磁界のもとで、最大で直径 20 cm×高さ 20 cm程度の試料超
伝導コイルや超伝導線を最低 10 K 程度まで冷却し、最大 500 A の電流を通電できる装置を有していま
す。この装置を用いて、伝導冷却された高温超伝導線や高温超伝導コイルの常伝導転移現象について研







時刻 8 ‒ 10 秒程度で流れる電流を遮断すれば、最大温度は 200 K 程度で抑えられ、超伝導線（コイル）
を焼損から保護できることを示しています。
図 1　 伝導冷却超伝導線・コイルの特性評価装置（最
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Bi2Sr2CaCu2O8+d （Bi2212） からの結晶外へのTHz 波放射が初めて観測された後の研究により、単色で












































































参考文献：Ryo Ohshima et al., “Strong evidence for d-electron 
spin transport at room temperature at a LaAlO3/SrTiO3 





































窒化物半導体GaNの禁制帯幅は 3.4 eV（波長 365 nm相当）、InNのそれは 0.6 eV（2μm）であるこ
とから、それらの混晶 InGaNは、近紫外～近赤外での光デバイス用材料として期待されている。すでに、
近紫外から緑色にかけての InGaN 系 LEDやレーザダイオードが市販され、さらに青色 LEDを利用し
た白色 LEDによる蛍光灯の置き換えが急速に進められている。ただし、このような高品位な発光素子








ScMgAlO4 上への InGaNの作製を提案している（Appl. Phys. Exp. 7, 091001）。この基板の概略図を図 1
に示す。この結晶の（0001）面は、InGaN と同じ六回対称性を持っており、しかも、格子定数 aが In
組成 17%の InGaN と一致することが特長である。したがって、In0.17Ga0.83N/InxGa1-xN/In0.17Ga0.83N（x 






作に成功し、しかも光出力はサファイア基板上 LEDと同等以上であった。この結果は、Appl. Phys. Exp. 
8, 062101 に掲載され、Spotlight 論文に選ばれた。 





























誘起発光のスペクトルを測定するためにスペクトロメーターを開発しました [3]。図 1 にアルゴンクラ
スターイオンビームを鉄の表面に照射した際の、クラスターイオンビーム誘起発光スペクトルを示しま
す [4]。丸は加速電圧 9 kV、四角は加速電圧 6 kV の場合の測定値です。光の波長 430 nm付近のアルゴ
ン由来のピークを解析することで固体表面への衝突時にクラスターイオンが高温になることを実験的に
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をすでに実証し 1）、また共同研究を行っている株式会社FLOSFIA は、この技術を用いて酸化ガリウム 
（Ga2O3）を成長し、低いオン抵抗 （0.1 mΩ·cm2） と高い逆耐圧（531 V）を持つショットキーバリアダ
イオードを報告して 2）、その事業を期している。
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利用したニューラル機械翻訳（Neural Machine Translation, NMT）が登場し、今では他を大幅に上回















































































































（参考文献）[1] A. Yamada, T. Nishio, M. Morikura, and K. 
Yamamoto, “Machine learning-based primary exclusive 
region update for database-driven spectrum sharing,” Proc. 





































音波計測，術中CT（Computed Tomography）, Open MRI（Magnetic Resonance Imaging）などの種々
の計測が試みられてきたが，高度なイメージング機器が利用可能な施設は限られるだけでなく，追加の
計測に伴う手術時間，医師・患者双方の負担の増加が課題となっている．




























































































































































































































































































































井藤隆秀, 近藤一晃, 中村裕一, Jonathan Rossiter, "Skin Stretcher 型の頭部回転誘導デバイスの基礎
的検討", HCG シンポジウム 2016, pp.517-524, 2016
図 2：装着時の様子
図 1：skin stretcher のしくみ
図 3：入力，出力，システムの近似
